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QUESTIONS

i. Décrire brièveruent la technique de chzhocralskî pour laJabrication du

substrat de Si type P.

2. Expliquer physiquement l'étape de prédépôt et de redistribution des

ciffitsanTs iFick).

3. Indicluer sur les courbes de lafigure l,laprofondetu" de la jonction sans

ia calculer (1 ère étape) Nn: I 017 cm-3)

1. schématiser les étapes photolithographiqttes de fabrication d'ttne jonction

PN par dffision.

5. qu'est ce qu'une implantation ionique ?citer ses avantages, et

schématiser son profil.

6^ Décrire le processus de /'abrication des puits quantiques

7. Quel est le rôle de l'oxydation ?

EXERCICE

Soit un substrat de Si faiblement dopé Na:2.10lacm-3 avec une épaisseur

e:2"10-2cm, nous avons procédé à une mesure de la résistivité par la méthode

des quatre pointes.

1. Compléter le tableau suivant :

I(mA) 1 1 t 1

v(mv) 285 294 342 362

R.u..e(O)

p(CIcm)

-


